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１．概要（Summary） 

Mg2Si は n 型基板に Ag を熱拡散することで pn 接合

が形成される[1]。これまでの研究で、n 型 Mg2Si のキャリ

ア濃度の評価は行われているが、p型層のキャリア濃度の

評価は行われていない。今回は、p 型層のキャリア濃度を

評価する前段階として、n型Mg2Si基板にプラズマCVD
装置を用いて SiO2を堆積させ、C-V 測定による評価を行

った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
プラズマ CVD 装置  

【実験方法】 
 茨城大学で垂直ブリッジマン法により結晶成長した高純

度Mg2Siバルク結晶を切り出し、両面の粗研磨及び鏡面

研磨を施し、裏面電極としてAlを蒸着・熱処理し、試料の

準備を行った。次に、試料表面に NIMS 微細加工 PF の

プラズマ CVD 装置を用いて、SiO2膜を以下の条件で堆

積させた。 
（i） 成膜レート：9.7 nm/min、成膜時間：5 分 9 秒 
（ii） 成膜レート：9.7 nm/min、成膜時間：3 分 6 秒 
（iii） 成膜レート：2.6 nm/min、成膜時間：3 分 51 秒 
SiO2堆積後、茨城大学でゲート電極として直径 0.5 mm

の Al を真空蒸着法で堆積させた。その後、作製した試料

を C-V 測定により評価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に（i）～（iii)の条件で作成した試料の表面画像

を示す。（i）～（iii)のいずれも、明瞭な C-V 特性が得ら

れなかった。 

      

 

Fig.1 Picture of surface of Al/SiO2/Mg2Si MOS 
structure fabricated by Vacuum deposition and 
plasma CVD method. 
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